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一

种 DMOS漏极背面引出的 BCD工艺 

马 奎，杨发顺，林洁馨，傅兴华 
(贵州大学 电子科学系，贵州 贵阳 550025) 

摘 要：当前BCD工艺中所集成的功率器件的电极都是从芯片表面引出，这会增加芯片面积、引入更多寄生效应、 

增加高压互连的复杂度．为解决现有 BCD工艺存在的缺陷，提 出了一种集成有高压 VDMOS器件，并将 VDMOS 

的漏极从芯片背面引出的BCD工艺．仿真得到VDMOS的阈值电压为2．5 V，击穿电压为161 V；NPN管和 PNP 

管的C-E耐压分别为 47．32 V、32．73 V， 分别为 39．68、9．8；NMOS管和 PMOS管的阈值电压分别为 0．65 V、 
一 l_16 V，I)IS耐压分别为 17．37 V、14．72 v． 
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A BCD Technology with Vertical DM OS 

MA Kui，YANG Fa-shun，LIN Jie-xin，FU Xing-hua 

(Department of Electronics，Guizhou University，Guiyang 550025，China) 

Abstract：In current BCD technology，outlets of the circuit are led from top surface of the chip．Therefore．buried 

1ayers and sink areas are needed to make good contact and device interconnect．These structures reduce the 

integration of power chips， and introduce additional resistance and parasitic capacitance， and complicate 

interconnection especially for high voltage interconnection． In this paper，a new BCD technology was proposed． 

High voltage VDM OS was integrated in this new technology，and it was designed with the Drain contact on the 

back．This new technology overcomes the disadvantages of the conventional BICD technology．The simulation results 

shown that for VDMoS，the threshold voltage iS 2．5 V and D-S breakdown  voltage iS 161 V，for NPN and PNP，C- 

E breakdown voltage is 47．32 V and 32．73 V，8 is 39．68 and 9．8 respectively，for NMOS and PM0S，threshold 

voltage is 0．65 V and一1．16 V respectively，I)_S breakdown voltage is 17．37 V and 14．72 V respectively． 
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1 引 言 

功率集成电路作为半导体技术领域的一个重要 

分支，是功率电子设备的关键部件之一，是电子信息 

处理系统与负载模块的基本联系纽带【1]．随着功率 

系统对集成化、智能化、低功耗等要求不断提高，越 

来越多的功率模块被集成到一块半导体芯片上，并 

且需要最大限度地实现集成功率半导体芯片的智能 

化和低功耗化．这就可以看出，先进的制造工艺是功 

率半导体集成技术的基础． 

当前，功率半导体集成技术的主流是 BCD工 

艺．BCD工艺是将高精度的 Bipolar模拟电路、高集 

成度的CMOS逻辑电路以及大功率的 DMOS器件 

集成在一块芯片上，提高了功率系统的性能[2 ]． 

BCD工艺可分为高压 BCD、大功率 BCD、VLSI- 

BCD、RF_BCD和 SOI-BCD[4 ]，其应用领域涉及到 

电子信息系统和电力电子系统的各个方面．由于现 

有 BCD工艺中DMOS器件的电极几乎都是从芯片 
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4 结束语 

随着功率系统对集成化、智能化和低功耗化等 

方面要求的提高，需要从集成技术以及功率器件结 

构等方面对功率集成电路进行改进和完善，最大限 

度地实现集成功率半导体芯片的智能化和低功耗 

化．在当前主流的 BCD工艺中，PN结隔离和横向 

功率器件都不利于提高功率芯片的集成度和转换效 

率．为改善主流 BCD工艺中存在的缺陷，本文提出 

了一个半绝缘结构，并在此半绝缘结构的基础上设 

计了一种横向介质隔离、纵向反偏 PN结隔离、集成 

大功率 VDMOS器件并将其漏极从芯片背面引出 

的BCD工艺，从仿真结果可看出该工艺中各类器件 

均满足实用要求． 
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